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Технология создания высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) керамик постоянно совершенствуется, чтобы удовлетворить растущие потребности исследовательских лабораторий, медицины, энергетики. При этом целью ставится повышение транспортных характеристик, удешевление производства для успешной замены низкотемпературных сверхпроводников на ВТСП ленты. Ведутся активные исследования в направлении создания сверхпроводящего спая ВТСП лент второго поколения (ВТСП-2), повышения токонесущей способности ВТСП в высоких магнитных полях.
Важной технологической характеристикой ВТСП лент является величина критического тока, а также её зависимость от ориентации внешнего магнитного поля. Все ВТСП ленты из-за своей структуры обладают ярко выраженной анизотропией параметров, что затрудняет их использование для проектирования устройств, создающих или работающих во внешних магнитных полях. По этой причине проводилось исследование влияния внутренней микроструктуры ВТСП слоя на анизотропную зависимость величины критического тока во внешних магнитных полях. Для исследования были отобраны коммерческие образцы ВТСП-2 лент производства Superpower-Inc и Bruker. Технологией нанесения ВТСП слоя в ВТСП-2 лентах производства Superpower-Inc является осаждение металлорганических соединений из газообразной фазы (MOCVD), в то время как для нанесения ВТСП слоя компания Bruker использует импульсный лазерный метод осаждения (PLD). Образец компании Superpower-Inc дополнительно допирован наночастицами BaZrO3.
В результате экспериментального исследования были получены зависимости величины критического тока и показателя крутизны вольт-амперной характеристики лент от величины и ориентации внешнего магнитного поля. Особенностями образца Superpower, допированного BZO, и образца Bruker были величины критического тока при направлении внешнего магнитного поля вдоль оси-с большие, чем при направлении внешнего магнитного поля вдоль плоскостей ab (Ic(1 T)/Iab(1 T)=1.88 для образца Superpower и Ic(1 T)/Iab(1 T)=1.27 для образца Bruker). Данный эффект считается связанным с допированием BZO для образца Superpower и с внутренним пиннигом для образца Bruker. Для построения аппроксимационных кривых зависимостей критического тока от ориентации внешнего магнитного поля была успешно использована модель, описанная в работе [Hilton]. На просвечивающем электронном микроскопе получены изображения ВТСП слоя образцов. Показано влияние дефектов, примесных наночастиц и иных центров пиннинга на анизотропную зависимость величины критического тока от направления внешнего магнитного поля. 
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